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Potprzewodniki grupy III-N odgrywaja bardzo wazng role w naszym codziennym zyciu. Na bazie
tych materiatbw zbudowane sg biate diody LED, a obecnie trwaja intensywne prace nad
wytwarzaniem diod LED na zakres UV. Ponadto tranzystory wysokich mocy, ktore
wykorzystywane sg w systemach radarowych oraz pojazdach elektrycznych konstruowane sg w
oparciu o potprzewodniki III-N. Jednym z wyzwan jakie stoi przed potprzewodnikami I11-N w
kontekscie ich zastosowan w diodach LED na UV oraz tranzystorach wysokich mocy jest
uzyskanie przezroczystych kontaktow elektrycznych o pozadanych charakterystykach
elektrycznych. Niniejszy projekt badawczy poswiecony jest wihasnie temu zagadnieniu. W
odréznieniu od weczesniejszych rozwigzan planujemy problem przezroczystych kontaktow
elektrycznych rozwiaza¢ poprzez potaczenie materiatlow III-N z krysztatlami van der Waalsa (h-
BN, MoS2, MoO2, M0Os, itp.). W tego typu krysztatach w jednej ptaszczyznie wystepujg bardzo
silne wigzania kowalencyjne a migdzy tymi ptaszczyznami wystepuja bardzo stabe wigzania van
der Waalsa podobnie jak w graficie z ktorego mozna wydzieli¢ pojedyncze warstw, tj. warstwy
grafenu. Dzigki takiej roznicy w sile wigzan rozmiar takiego krysztatu mozna tatwo zredukowac
w jednym kierunku do pojedynczej warstwy uzyskujac stabilny materiat o duzej przezroczystosci
oraz kontrolowanych wilasciwosciach elektrycznych. W ramach niniejszego projektu zamierzamy
taczy¢ warstwy krysztalow van der Waalsa z materiatami III-N oraz bada¢ wtasciwosci opto-
elektryczne takich potaczen.



